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Resumen:

El presente trabajo se enmarca en una linea de investigacion iniciada hace pocos afios en
INTEMA, orientada a la preparacion de celdas fotovoltaicas con técnicas para la sintesis de
peliculas que contemplen costos de inversion en equipamiento bajos, temperaturas de trabajo
bajas a moderadas, velocidades de deposicion altas y sean escalables. Con este enfoque se
pretende desarrollar un prototipo de celda solar de industria argentina que contribuya al plan
estratégico nacional en energias renovables.

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral, se electrodepositaron peliculas de ZnO como
semiconductor n. Se investigaron tres tipos de peliculas de ZnO: una compacta, una porosa y otra
dopada con In.

Para avanzar en la construccion de prototipo de celda solar se depositd el material absorbente
sobre ZnO. En esta etapa, fue clave la seleccion de la técnica de deposicion del material
absorbente. Se deposité CulnS; sobre ZnO mediante la técnica de rocio pirolitico. Con el fin de
proteger el ZnO, se prepar0 en este caso, una pelicula delgada de TiO, como barrera. La
participacion de capas nanoestructuradas aumenta la interfase de contacto en la unién p — n,
procurando mejorar la eficiencia en la conversion de energia.

Para depositar CISe sobre ZnO se hizo necesario buscar una técnica donde la solucién precursora
se pueda mantener a valores de pH moderados (5<pH<9). Se investig6 asi, la deposicion por el
método SILAR (successive ionic layer adsorption and reaction). Se trata de un método basado en

la inmersidén del sustrato en precursores cationicos y anidnicos y enjuague luego de cada



inmersion para evitar la precipitacion homogeénea en las soluciones. EI método SILAR evita el uso
de H,Se o Se altamente tdxicos, minimiza la generacion de desperdicios de metales pesados (In).
Se trabajé ajustando la concentracidn de precursores, temperatura, tiempos de reaccion-enjuague
y renovacion de las soluciones para evitar contaminacion cruzada. El tratamiento térmico también
representa una etapa clave pues es la condicion necesaria en la formacion de ClSe. La
incorporacién de azufre en la camara a alta temperatura permite ademas el reemplazo del 80% de
atomos de Se por S. Esta sustitucion parcial permite variar el valor de band gap y afecta también
el ajuste entre las bandas de los semiconductores de la juntura p-n. Se analizaron las respuestas
eléctricas de los dispositivos inducidas por luz.

Por ultimo se depositd una doble capa de TiO, por rocio pirolitico y Doctor Blade sobre TCO y
sobre estas el calcogenuro, CISe o CISeS, por el método SILAR.

Si bien los prototipos de celdas solares preparados con las diversas combinaciones muestran
rendimientos bajos para la conversién de energia, se ha podido identificar que la presencia de una
capa nanoestructurada y de una capa amortiguadora representan una mejora. Se han identificado
también factores como espesor y resistividad eléctrica como los pardmetros sobre los que se

puede trabajar a futuro para mejorar la eficiencia de las celdas.



